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SiC fərqli politiplərdə amorf, polikristallik və ya monokristallik hallarda 
formalaşa bilir. Bunlar içərisində isə, təcrübi və iqtisadi cəhətdən daha səmərəlisi 
3C-SiC politipidir (baxmayaraq ki 6H modifikasiyası da geniş yayılmışdır). Məhz 
bu səbəbdən, təqdim olunan işdə nanokristallik 3C-SiC hissəcikləri üzərində 
neytronların yaratdığı (n, α) çevrilmələrinin modelləşməsi aparılmışdır. Ümumi 
yanaşmada, neytron seli ilə modifikasiya olunmuş nanokristallik 3C-SiC hissə-
ciklərinin fiziki xassələrində baş verən dəyişikliklər müəyyən qədər öyrənil-
mişdir [1-5]. Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərinin neytronlarla qarşılıqlı təsiri 
zamanı neytron çevrilmələri çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Kompüter modelləşməsi ilə məlum olmuşdur ki, Si28 izotopu (n, α) nüvə 
reaksiyası nəticəsində Mg25 izotopuna çevrilir və prosesin enerji mübadiləsi 
2,65 Mev olur. Məlum olmuşdur ki, reaksiya təxminən 0.8-20 Mev intervalında 
baş verir. Reaksiyanın en kəsiyi 8 MeV qiymətində pik həddə çatır. Effektiv en 
kəsiyinin qiyməti maksimum 5x10-1 barn, minimum isə 10-4 barn olur. Reak-
siyanın 8-17 Mev intervalında effektiv en kəsiyinin qiyməti təxminən 0,3-0,4 
barn aralığında olur. Eyni zamanda Si29 izotopu (n,α) nüvə reaksiyası nəticə-
sində Mg26 izotopuna çevrilərkən enerji mübadiləsi 3,4700 Mev olur və bu 
zaman proses 3-20Mev intervalında baş verir. Bu halda reaksiyanın en kəsiyi 
təxminən 11-13Mev aralığında pik həddə çatır. En kəsiyinin qiyməti maksi-
mum 0,2 barn kimidir. Digər tərəfdən Si30 izotopu (n,α) nüvə reaksiyası nə-
ticəsində Mg27 elementinə çevrilir ki, bu zaman da enerji mübadiləsi 4,2002 
Mev olur. Nanokristallik 3C-SiC hissəciklərdə mövcud Si30 izotopunda (n,α) 
nüvə reaksiyası enerjinin 5-20Mev intervalında baş verir. Bu halda nüvə 
reaksiyasının effektiv en kəsiyi enerjinin təxminən 17MeV qiymətində pik həd-
də çatır. Si30 izotopunun (n,α) nüvə reaksiyasında effektiv en kəsiyinin 10-6 
barn qiyməti minimum, 10-2 barn qiyməti isə maksimumdur. 
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